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Numeéros des publications

Depuis le ter janvier 1997, les publications de la CEl
sont numérotées a partir de 60000.

Publications consolidées

Les versions consolidées de certaines publications de
la CEl incorporant les amendements sont disponibles.
Par exemple, les numéros d'édition 1.0, 1.1 et 1.2
indiquent respectivement la publication de base, la
publication de base incorporant I'amendement 1, et
la publication de base incorporant les amendements 1

Numbering

As from 1 January 1997 all |EC publications are
issued with a designation in the 60000 series.

Consolidated publications

Consolidated versions of some IEC publications
including amendments are available. For example,
edition numbers 1.0, 1.1 and 1.2 refer, respectively, to
the base publication, the base publication incor-
porating amendment 1 and the base publication
jncorporating amendments 1 and 2

et 2.

Validité de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEl est
constampment revu par la CEl afin qu'il refléte I'état
actuel de la technique.

Des rdnseignements relatifs a la date de re-
confirmation de la publication sont disponibles dans
le Catalpgue de la CEI.

Les rengeignements relatifs a des questions a I'étude et
des trajaux en cours entrepris par le comité technique
qui a 4gtabli cette publication, ainsi que la li
publicatlons établies, se trouvent dans les dgcu
ci-dessqus:

. Site web» de la CEI*

« Catalogue des publications de la CEl
Publié annuellement et mjg a jour régulie
Catalogue en ligne)*

e Bulletin de la CEIl
Disponible a la fois
bt comme péripdiq

Termihologie, s
et littéraux

En ce qui
se rep
techniq

les symboles littéraux
8 dprouvés par la CEl, le
60027: Symboles littéraux a
, la CEl 60417: Symboles

compildtionydes feuilles individuelles, et la CEl 60617:
Symboles graphiques pour schémas.

ppt under
that the

irmation of
ie.

ation and
ical com-
s well as
d at the

gtalogue of IEC publications
Published yearly with regular updates
(On-line catalogue)*

IEC Bulletin
Available both at the IEC web site* and
as a printed periodical

Terminology, graphical and letter
symbols

For general terminology, readers are referred to
IEC 60050: /nternational Electrotechnical Vpcabulary
(IEV).

For graphical symbols, and letter symbols gnd signs
approved by the IEC for general use, regders are
referred to publications IEC 60027: Letter symbols to
be used in electrical technology, 1EC 60417: |Graphical
symbols for use on equipment. Index, sdrvey and
compilation of the single sheets and IEG 60617:
Graphical symbols for diagrams.

* Voir adresse «site web» sur la page de titre.

*

See web site address on title page.
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COMMISSION ELECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

Dispositifs discrets

Partie 8: Transistors a effet de champ

ml

Sectlon deux - Specmcauon partlcul

re cadre pour les transistors

1) La CE! (Commission Electrotechnique Internationale) est rmalisation
composee del’ ensemble des comttes electrotechnlques z La CEl a

p i dans les

s Normes

aux travaux desquels tout Comité
prnationales, gouvernementales et
ment aux travaux. La CE| collabore
0), selon des conditions |fixées par

ationaux s'intéressant & ces questions) expriment
3 &cisi pasti t idations jnternationales publiées sous forme de normes, de

4) Dans le b !
a applique

dans leurs Wory

, les Comités nationaux de la CEl p'engagent
odte la mesure possible, les Normes internationales| de la CEl
ales. Toute divergence entre ia norme de la CEl e} la norme

| 747-8-2 a été établie par le comité d’études 47 de la CEl:

Régle des Six Mois Rapport de vote

47(BC)1226 47(BC)1306

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote
ayant abouti a I'approbation de cette norme.

Le numéro QC qui figure sur la page de couverture de la présente publication est le
numéro de la spécification dans le systéme CEIl d’assurance de la qualité des composants
électroniques (IECQ).
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INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

SEMICONDUCTOR DEVICES

Discrete devices
Part 8: Field-effect transistors
Section two - Blank detail specification for

—field-effeet transistors forcase-rated power

amplifier applications

FOREWORD

1) The |EC (International Electrotechnical Commission) is a worldwi

ion

comprising all national electrotechnical committees (IEC Natiopd to
prompte international cooperation on all questions conc 3 nd
electfonic fields. To this end and in addition to other activities, the |IEC publi sUnfernational Standafds.
Their| preparation is entrusted to technical committg A \ in
the s$ubject dealt with may participate i nd
non-governmental organizations liaising v IEC
collaborates closely with the International Qrganizati with
condftions determined by agreement between the

2) The fprmal decisions or agreements of the IEC o al’ v , prepared by technical committeeg on
which it are represented, express, as nearly as
possible, an international cofisensus

3) They|have the form of rek S ons for interirational use published in the form of standards, techrjical
reporfts or guides and they 3 i Committees in that sense.

4) In order to promoté ati ifteati onal Committees undertake to apply |EC Internatipnal
Standards transparen i Any
divergence betwee ndard-and\the gorresponding national or regional standard shall be clearly

indicgted in the latte

Internati
Semico

The tex d is based on the following documents:
SixMonths Rute ReportonVoting
47(CO)1226 47(C0O)1306

Full information on the voting for the approval of this standard can be found in the report

on voting indicated in the above table.

The QC number that appears on the front cover of this publication is the specification

number in the IEC Quality Assessment System for Electronic Components (IECQ).
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La CEl 747 comprend les parties suivantes, présentées sous le titre général: Dispositifs a
semiconducteurs — Dispositifs discrets.

- Partie 1: 1983, Généralités

— Partie 2: 1983, Diodes de redressement

— Partie 3: 1985, Diodes de signal (y compris les diodes de commutation) et diodes
régulatrices

—~ Partie 4: 1991, Diodes et transistors hyperfréquences

— Partie 5: 1984, Dispositifs optoélectroniques

- Partie 6: 1983, Thyristors

- Partie 7: 1988, Transistors bipolaires

- Partie 8: 1984, Transistors a effet de champ

- Partie 10: 1991, Spécification générique pour les dispositifs digs 5 intégrés

- Partie 11: 1985,

- Partie 12:

Publications n°® 68-2-17: 1978, Deuxiéme partie: Essais - Essai Q: Efanchéité.

eurs. Dispositifs discrets. Deuxi§gme partie:

a semiconducteurs. Dispositifs discrets, Huiti§me partie:
effet de champ.

semiconducteurs. Dispositifs discrets, Huitijlme partie:
liere cadre

pour 18s transistors a effet de champ a grille unique, jusqu’'a § W et 1 GHz.

Dispositifs & semiconducteurs. Dispositifs discrets. Dixiéme pajtie: Spécifi-
ation générique pour les dispositifs discrets et les circuits intdgrés.

Dispositifs & semiconducteurs. Dispositifs discrets. Onziéme partie: Spéci-
fication intermédiaire pour les dispositifs discrets.

Dispositifs a semiconducteurs. Essais mécaniques et climatiques.
Amendement 1 (1991).
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IEC 747 consists of the following parts, under the general title: Semiconductor devices -
Discrete devices.

- Part1: 1988, General

- Part 2: 1983, Rectifier diodes

- Pant 3: 1985, Signal (including switching) and regulator diodes

- Part 4: 1991, Microwave diodes and transistors

~ Part 5: 1984, Optoelectronic devices

-~ Part 6: 1983, Thyristors

— Part 7: 1988, Bipolar transistors

- Par 8: 1984, Field-effect transistors
- Part10:
- Parp11:

- Pani2:

Other IBC publications quoted in this standard:

=

S.

Ors.
tors

xemiconductor devices. Discrete devices. Part 10: Generic specification
fordiscréte devices and integrated circuits.

iconductor devices. Discrete devices. Part 11: Sectional specificgtion
dr discrete devices.

Semiconductor devices. Mechanical and climatic test methods.
Amendment 1 (1991).
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DISPOSITIFS A SEMICONDUCTEURS

Dispositifs discrets

Partie 8: Transistors a effet de champ

CEI: 1993

Section deux - Spécification particuliére cadre pour les transistors

a effet de champ a température de boitier spécifiée pour
applications en amplificateurs de puissance

INTRODUCTION

w un =
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Les nombreés plas
dux indjcations sui

particuliere est établie.
[2].{Numéro IECQ de la spécification particuliére.

ticuliéres
avec les

Dixiéme

Onzieme

spondent
fet.

cification

[3] Numéros de référence et d’édition des spécifications générique et intermédi

aire.

[4] Numéro national de la spécification particuliere, date d’édition et toute autre

information requise par le systéme national.
Identification du composant

[5] Type de composant.

[6] Renseignements sur la construction et les applications typiques. Si un dispositif peut

avoir plusieurs applications, cela doit étre indiqué dans la spécification pa

rticuliére.

Les caractéristiques, les limites et les exigences de contrbie relatives a ces appli-

cations doivent étre respectées.
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SEMICONDUCTOR DEVICES

Discrete devices

Part 8: Field-effect transistors

Section two - Blank detail specification for
field-effect transistors for case-rated power
amplifier applications

INTRODUC TTION

The IE nce

with the statutes of the IEC and under the authority of the IEC. The Qbjs i n is
to defi , i nts
releasgq ble
specifiq for
further

This blank detail specification is one of a series of blan aj eCj mi-
condug i i

747-10 eric

specifi

747-11/QC 750100 (1985)\ Semjcondustor devices
specifigation for discretedevices.

Requited informa;: 0

Discrete devices — Part 11: Sectignal

ng

heJECQ number of the detail specification.
[8] The numbers and issue numbers of the generic and sectional specifications.

[4] The national number of the detail specification, date of issue and any further infor-
mation, if required by the national system.

Identification of the component

[5] Type of component.

[6] Information on typical construction and applications. If a device is designed to satisfy
several applications, this shall be stated here. Characteristics, limits and inspection
requirements for these applications shall be met.
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Pour les dispositifs sensibles aux charges électrostatiques, ou contenant des maté-
riaux instables, par exemple de I'oxyde de béryilium, les précautions nécessaires a
observer doivent étre ajoutées dans la spécification particuliére.

[7] Dessin d’encombrement et/ou référence aux documents correspondants pour les
encombrements.

[8] Catégorie d'assurance de la qualité.

[9] Données de référence sur les propriétés les plus importantes pour permettre la
comparaison des types de composants entre eux.

r de spéci-
fication; ils ne doivent pas figurer dans la spécification particuliere.]

Dans toute cette norme, lorsqu’une caractéristique ou une valeur limite s'ap ‘une valeur
st & introduire dans la spécification particuliére.]

o —

Q@
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If a device is electrostatic sensitive, or contains hazardous materiais, e.g. beryllium
oxide, a caution statement shall be added in the detail specification.

[7] Outline drawing and/or reference to the relevant document for outlines.
[8] Category of assessed quality.

[9] Reference data on the most important properties to permit comparison between
component types.

ition

[Throughout-this—standard,thetextsgivenin-sg e—brack
writer and shall not be included in the detail specification.]

[Throughout this standard, when a characteristic or rating applies, "x" denotes that a yalue sHalMhe insertad in

the detail specification.]
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[Nom (adresse) de "'ONH responsable [1
(et éventuellement de Forganisme auprés duquel la
spécification peut étre obtenue).]

[N° de la spécification particuliére
IECQ, plus N° d'édition et/ou date.]

(2

COMPOSANT ELECTRONIQUE DE QUALITE
CONTROLEE CONFORMEMENT A:
Spécification générique:

Publication 747-10/QC 700000

(3]

Spécification intermédiaire:

[Numéro nationa!l de la spécification particuliére.] [4]

[Cette case n'a pas besoin d'étre utilisée si le numéro
national est identique au numéro |ECQ.]

FUolCcaton 74/7-1T1H/QWQLV 70UTVV

[et références nationales si elles sont différentes.]

AL
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m
-
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m
Q
>
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(8]

Description mécanique {71

Références d'encombrement:
CEl 191-2 [obligatoire si disponible] et/pu
nationales [s'il n’existe pas de dessin .

Dessin d'encombrement

[peut étre transféré, ou donné avec plus de-détails
a |'article 10 de cette nogme.

a
i%larité: canal [N ou P]
) ncapsulation: [Boitier avec ou sans cavité.

(6]

lificateurs

au semiconducteur: [Si]

Attention: Observer les précautions d’'usage pour la
manipulation des dispositifs sensibles aux charges
électrostatiques si applicable.

Categories d’assurance de la quElité [8]

[A choisir dans le paragraphe 2.6 de la spcification

générique.]

.]

'on utilise une méthode

Données de référence )]

[ainsi que toute donnée de référence coyrte et im-

portante comme: Ta T voltage.]

mb’ "case’

s-eomposants
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[Name (address) of responsible NAI {1}
(and possibly of body from which specification is
available).}

[Number of IECQ detail specification,
plus issue number and/or date.]

[2]

ELECTRONIC COMPONENT OF ASSESSED
QUALITY IN ACCORDANCE WITH:

Generic specification:
Publication 747-10/QC 700000

13

Sectional specification:

(4]

[National number of detail specification.]

[This box need not be used if national number

Publicallon 747-T1T/QIC 750100

[and nalional references if different.]

repeats IECQ number.]

DETAIY

AMPLIRIER APPLICATION

[Type n
Qrderin

imber(s) of the relevant device(s).]
h information: see clause 7 of this standard.

SPECIFICATION FOR: FIELD-EFFECT TRANSISTORS FOR CASE-RATED ROWER

Mechanical description

Outline
IEC 191
[if therg

(7]

references:
-2 .... [mandatory if available] and/or national
is no IEC outline.]

Outline|drawing
[may be transferred to or given with more defails i
clause [10 of this standard.}

Terminal identification
[drawing showing  pin
graphidal symbols,

Markin
[The d
mation

[Polarit

Q

(]

ier

s for power ampli

fon: Observe precautions for handling electro-
ytatic sensitive devices if applicable.

Categories of assessed quality [8]

[From subclause 2.6 of the generic specification.]

Reference data {9]

[plus any important quick reference data:

T T voltage.]

amb’ "case’

Informati
current Qualified Products List.

the
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4 Valeurs limites (systéme des valeurs limites absolues)

747-8-2 © CEl: 1993

Ces valeurs s’appliquent dans la gamme des températures de fonctionnement, sauf spéci-
fication contraire.

[Répéter uniquement les numéros et titres des paragraphes utilisés. Mettre les valeurs
limites supplémentaires éventuelles a I'endroit voulu, mais sans numéro de paragraphe.]

[Les courbes doivent de préférence figurer & I'article 10 de cette norme.]

P Type A Type B Type C
ara- i
ha Valeurs limites Symbole
o Min. | Max. V'm\ Max. | _Mjn. | Max.
4.1 Températures de boitier minimale et maximale X X '\\ X X ; X
4.2 Températures de stockage minimale et maximale X X X Q\k\\z X
4.3 Tension drain-source maximale dans des \/
conditions spécifiées \
'\ N X
4.4 Tension grille-source maximale inverse K/ X X
(avec Vg = 0) [et, s'il y a lieu,]
Tension directe grille-source maximale, - X X
avec V=0
4.5 Tension grille-drain maximale, la\sourc j X X X
étant en circuit ouvert
4.6 | Courant direct de grille maximal F X - -
4.7 >lD X X X
4.8
4.8.1 P, max. X X X
4.8.2 ij max. X X X
Q i P, abs. X X X
4.9 SOAR X X X
4.10 [Pour les’dispositifs a grille isolée avec
bornes de source et de substrat séparées:
(Ull yélléld:, :UD diayv»lﬁfa HU; ;IID:UUIIt I‘J]UD
diodes de protection de la grille ne néces-
sitent pas que celles-ci soient spécifiées).]
4.10.1 | Tension grille-substrat maximale dans des Ves X X X
conditions spécifiées
4.10.2 | Tension drain-substrat maximale dans des Vos X X X
conditions spécifiées
4.10.3 | Tension source-substrat maximale dans des Ves X X X
conditions spécifiées
[NOTE.~ Lorsque T max. et P, abs. sont spécifiées R,h(j_case) et s’il y a lieu, Zth(j-case) doivent aussi étre

spécifiées (voir 5.7 et 5.8).]
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4 Limiting values (absolute maximum system)

These values apply over the operating temperature range, unless otherwise specified.

[Repeat only subclause numbers used, with title. Any additional values shall be given at
the appropriate place, but without subclause number(s).]

[Curves should preferably be given under clause 10 of this standard.]

Type A Type B Type C
Sub- Lo
clause Limiting values Symbol
Min. | Max. | Min. P/Iﬁ)h Min. | Max.
41 Minimum and maximum operating case Toaso X X X \\ X X K
temperature Q
4.2 Minimum and maximum storage temperatures Ts‘g X X X /
43 Maximum drain-source voltage under Vbsx \
specified conditions or 3
Voss < X g
or /\\\
Vosr \/
4.4 Maximum reverse gate-source voltage Y, X X K
(with V4 = 0} [and, where appropriate, >
Maximum forward gate-source voltagg, ass (6 - X K
with VDS =0 j
4.5 Maximum gate-drain voltage with e X X K
source open-circuited
4.6 Maximum forward gate le(;; X - -
4.7 Maximum drain current b X X K
4.8 Power dissipation
[Special reqiceme
and/or m o@,
4.8.1 P, max X X
48.2 ij max. X X
P, abs. X X
4.9 SOAR X X
4.10 [For.insulated-gate devices with separate
source and substrate terminals:
{mgenerat, devicesthatinctudegate=
protection diodes do not require this
to be specified).]
4.10.1 | Maximum gate-substrate voltage Vas X X X
under specified conditions
4.10.2 } Maximum drain-substrate voltage Vos X X X
under specified conditions
4.10.3 | Maximum source-substrate voltage Ve X X X
under specified conditions
[NOTE.- When T . max. and P;m abs. are specified R(h(j_case) and, where appropriate, zth(j—case) shall also be

specified (see 5.7 and 5.8).]
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5 Caractéristiques électriques
Voir I'article 8 de cette norme pour les exigences de contréle.

[Répéter uniquement les numéros et titres des paragraphes utilisés. Mettre les caractéris-
tiques supplémentaires éventuelles a I'endroit voulu, mais sans numéro(s) de paragraphe.]

[Lorsque plusieurs dispositifs sont couverts par la méme spécification particuliére, il

convient d’indiquer les valeurs correspondantes sur des lignes successives, en évitant de
répéter les valeurs identiques.]

[Les courbes doivent de préférence figurer a I'article 10 de cetteﬂﬁe?]\
N
Para- Caractéristiques et conditionsa 7_, . =25°C <\\‘(<pe\

graphe sauf spécification contraire Symbole Essayé
(voir article 4 de la spécification générique) { \\ 8 x>
5.1 [Soit:]
Courant de fuite ou résiduel de grille maximal, e \ X X A2b

la source étant en circuit ouvert de préférence
pour fa valeur maximale de la tension \/
grille-drain V4

[Soit:]
Courant de fuite ou résiduel de yrille s(1) X X X A2b

lasx X X X A2b
’GDO(z) X X X C2b
% et 85 % de la
haute température
ésiduel de grille maximal, le ’GSS(z) X X X C2b
Tensior grille-source minimale et maximale au VGS(O“) X X - A2b
blocage, pour V4 et I, spécifiés
Tension grille-source minimale et maximale de - Vasro) - - X A2b
seuil, pour V4 et I, spécifiés
Tension drain-source maximale pour V35 et /y Voson X X X A2b
spécifiés ‘
5.4 Courant de drain minimal et maximal pour Ioss X X - A2b

Vi = 0 et V¢ spécifiées (en continu ou
en impulsions, comme spécifié)

(suite & la page 16)
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5 Electrical characteristics

See clause 8 of this standard for inspection requirements.

[Repeat only subclause numbers used, with title. Any additional characteristics shall be
given at appropriate place but without subclause number(s).]

[When several devices are defined in the same detail specification, the relevant values
shall be given on successive lines, avoiding repeating identical values.]

[Curves should preferably be given under clause 10 of this standard.] /\(\
AN
Sub. Characteristics and con?ﬁtions at- .Tcase =25°C @ \}!
clause unless otherwise specified Symbol Teglet
(see clause 4 of the generic specification) (\g\ Cc
N
N N
5.1 [Either:] 4
Maximum gate cut-off/leakage current with lapet) \\ X A2b
source open-circuited, preferably at maximum
rated gate-drain voltage Vpq \/
[or] O >
Maximum gate cut-off/leakage current S X X X A2b
drain short-circuited to source, preferab
at maximum rated gate-source voltag
[or]
Maximum gate cukoff/ieakageNcurrent at lasx X X X A2b
5.2
lapo X X X C2b
lass@) X X X C2b
538 Mifimium and aximum gate-source cut-off VGs(om X X - A2b
voltage at specified Vg and Iy
Minimum and maximum gate-source threshold Vas(ro) - - X A2b
voltage at specified Vg and /
Maximum drain-source voltage at specified Voson X X X A2b
Vag and Iy ‘
5.4 Minimum and maximum drain current at Ipss X X - A2b
Vg = 0 and at specified Vg [d.c. or pulse
as specified]

(continued on page 17)
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{fin)
Caractéristiques et conditions & T, = 25 °C Types
Para- f g e N .
graphe sauf spécification contraire Symbole Essayé
(voir article 4 de la spécification générique) A B C

55 Courant de drain minimal et maximal pour b - - X A2b
Vg ©t Vg spécifiées

5.6 Courant de drain maximal au biocage pour Iosx X X X A2b
Vas et Vg spécifiées

5.7 Valeur maximale de la résistance thermique Ry icasa X X X Cad
canal-boitier (lorsque la température virtuelle
du canal est considérée comme une valeur limite)

5.8 Valeur maximale de I'impédance thermique Z‘h(j_case) X Q X cad
transitoire canal-boitier (lorsque la température
virtuelle du canal est considérée comme une /]
valeur limite) <

5.9 Capacités maximales en source commune
en petits signaux pour la fréquence spécifiée,
pour Vjyq et Vg ou I, spécifiés

5.9.1 Capacité d’entrée C, X X ]

5.9.2 Capacité de sortie COQ X X C2a

5.9.3 Capacité de transfert inverse X X )

5.10 Transconductance directe mini X X A3

5.11

5.11.1 Yie X X X

5.11.2 Yos X X X C2a

5.11.3 Yes X x x

5. Goss X X X C2a
ou [, spécifiés

S M RS P X X X B8

des conditions spécifiées de fréquence, de
puissance d’entrée et de polarisation
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(concluded)
Sub- Characteristics and conditions at 7, = 25 °C Types
clause unless otherwise specified Symbol Tested
(see clause 4 of the generic specification) A B C
55 Minimum and maximum drain current at specified s - - X A2b
Vs and Ve
5.6 Maximum drain cut-off current at specified Iosx X X X A2b
Vg and Ve
5.7 Maximum thermal resistance channel-to-case Rth(i_casa) X X X Ccad
{when virtual channel temperature is quoted
as a rating} \(\
58 Maximum transient thermal impedance Zth(ivcase) X X d
channel-to-case [when virtual channel
temperature is quoted as a rating] \
5.9 Maximum small-signal common-source /\<
capacitances at specified frequency, Vpg \\
and either Vg or Iy
5.9.1 Input capacitance iss X \x\/ X
59.2 Output capacitance \ oss G‘ > X X C2a
593 Reverse transfer capacitance 2 \J X X
5.10 Minimum and maximum small-signal forward Gis X X X A3
transconductance at specified frequency,
Vpg and either Vi or
Yis X X X
Yos X X X C2a
Yis X X X
Goss X X X C2a
P X X X B8

frequency, input power and biases
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6 Marquage

[Préciser ici tous les renseignements particuliers autres que ceux de la case [7] (article 1)
et/ou en 2.5 de la spécification générique.]

7 Renseignements a donner dans les commandes

[Sauf spécification contraire, les renseignements suivants constituent le minimum néces-
saire pour passer commande d’un dispositif donné:

— référence précise du modéle (et valeur de la tension nominale, si nécessaire);

ition eJt/ou date

- référence IECQ de la spécification particuliere avec numéro d’'éd

selon le cas;

— catégorie d’assurance de la qualité définie au 3.7 de
et, si nécessaire séquence de sélection définie en 3.6 d

- toute autre particularité.]

8§ Conditions d’essai et exigences de contréle

[Elles figurent dans les tablea spécifier les valedrs et les
donditions d'essai exactes a utiliser\pour ur\/mod X essais
dorrespondants indiqués dans la p {
[Le choix entre les action de
Ia spécification pa
{lorsque pluysie culiere, il
donvient @1 s succes-
ives, en é es.]
ns ce qui
uit re ) iquées a

[Pourdes~ekigences de prélévements, se reporter ou reproduire les valeurs de [3.7 de la
pécificati germédiaire, selon la (les) catégorie(s) d’assurance de la qualité.]

[Pour le groupe A, le choix entre les systéemes NQA ou NQT est & faire dans la spécifi-
cation particuliére.]
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6 Marking

[Any particular information other than that given in box [7] (clause 1) and/or 2.5 of the
generic specification shall be given here.]

7 Ordering information

[The following minimum information is necessary to order a specific device, unless other-
wise specified:

- precise type reference (and nominal voltage value, if required);

reqy

8 Test conditions and inspection requirements

[These
used s

cation

[When
and/or
identic

Throug

generig

of the

fication

ECQ reference of detail specification with issue number and/or d

hny other particulars.]

values
Al conditio

, according to gpplicable category(ies) of assessed quality.]

[For group”A, the choice between AQL or LTPD system shall be made in the detail sp

int;

Cifi-

ons
ing

the
e4

eCi-

eCi-

fication.]
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GROUPE A

Contréles lot par lot

LIS = Limite inférieure de la spécification
LSS = Limite supérieure de la spécification

747-8-2 © CEI: 1993

Examen ou essai | Symbole

Référence

Conditions a Tcase =25°C

Limites des exigences
de contréle

sauf spécification contraire

Type A

Type B | TypeC

(voir article 4 de la spécification générique)

LIS

LSS| LIS |L.SS]| LIS |LSS

Sous-groupe A1

Examen visuel
extefne

4.2.1.1

N

Sousg-groupe A2a
Inopprants

pécifler

Soup-groupe A2b
{Soit}
- courant résiduel IGDO(1)

od de fuite

[soitf]
- courant .resaduel IGSS(1)
oy de fuite

[soitf]
- courant résiduel
oy de fuite

T-071

T-071

Tengion de
grill@-source

au bilocage
Tension de seuil
grille-source

s = [spécifiées]

}s, I, = [spécifiées]

Coufant de'drain

VGS = N

[(voir

Vas =0
Vps = [spécifiée (en continu ou
en impulsions, comme spécifié)]

T-072

v,

bs Vas = [spécifiées]

Coufantrésiduel

Coufant dehm\\>o
Ihs

T-073

Voo, Vg = [spécifiées]

de drain

Sous-groupe A3

Transconductance 9is
directe

T-078

Vps: fréquence = [spécifiées]

Vgg OU Iy = [spécifiée]

[NOTE - Voir les conditions correspondantes dans les caractéristiques. Si I'on utilise une mesure en impulsions, les
conditions doivent étre de préférence: largeur d’impulsion = 300 ps, facteur d'utilisation 8 <2 %.]
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GROUP A

Lot-by-lot

LSL = Lower specification limit
USL = Upper specification limit

Inspection or test

Symbol

Reference

Conditionsat 7_,_ =25 °C
unless otherwise specified

(see clause 4 of the generic specification)

Inspection requirements

limits

Type A

Type B

Type C

LSLjUSL

LSL|USL|LSL

ust

Sub-group A1
External vigual
examinatio

4.2.1.1

Sub-group Lza
Inoperative

cified

Sub-group A2b
[Either:]
- cut-off/leakage

current

[or]
~ cut-off/les
current

kage

[or:]
- cut-off/leg
current

kage

IGDO(1)

IGSS(1)

T-071

T-071

Vop = [specified, preferably

Gate-source cut-
off voltage

Gate-source

threshold vgitage

<
[0) < -~
4 2
@ X

M Q@l

Vos: b pecified]

Drain curre:
Vas =0
[(see note)]

ht at

&

IDSS

as=0
Vps = [specified (d.c. or
pulse, as specified)]

Drain current

2

Vv,

bs Vas = [specified]

Drain cut-o]f

—~

DSX

Vos: Vs = [specified]

current

Sub-group A3

Forward trans-
conductance

gfs

T-078

Vpe frequency = [specified]

Vgs of Ip = [specified]

[NOTE - See relevant conditions under characteristics. |f pulse measurement is used, the conditions should pre-
ferably be: pulse width = 300 ps, duty factor 8 <2 %.]
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GROUPE B
Contréles lot par lot

(Dans le cas de la catégorie |, voir la spécification générique, paragraphe 2.6)

LIS = Limite inférieure de la spécification

LSS = Limite supérieure de la spécification } du groupe A

Seuls les essais marqués (D) sont destructifs (3.6.6)

Limites des exigences

isi 5 - ° de contréie
Conditions & 7__ . = 25 °C

aauf-cpdcification-contraire

Examrenott essat S,lllbu:c Référence Sau+-SpeeiH
" i K lyﬁﬂ(—wwq Type C
(voir article 4 de la spécification générique)

/@A. M Miwr, MJx. Min. |Max.

Soys-groupe B1 \dé/
Dimensions 4.2.2 Voi article 1 tette norme

Soys-groupe B3
Rolustesse des

Annexe B
‘\>
Pas de détérjoration

sorfjes
S'illy alieu
Pliage (D) 749, ch. 1l
par. 1.2
Soys-groupe B4
Soudabilité 749, ch. i Etamage cprrect
p par. 2.1

Soys-groupe BS

Var|ations rapides

de fempérature,

suities de [soi<

- EEsai cyclique
d

chaleur
hpmide (D)

ssab Db, variante 2,
> érité = 55 °C, nombre de cycles = 10

0,8 0,8
LIS Lis
1,2
grille-source LSS
Courant résiduel 1,0 1,0 1,0
ou de fuite | LSS LSS LSS
[soit:]
- Etanchéité 749, ch. lll| Paragraphe [7.2, 7.3 ou 7.4]
[pour les dispo- art. 7 combiné avec 'essai Qc, 68-2-17

sitifs & cavité}

[* Spécifier un courant résiduel ou de fuite du sous-groupe A2b.}

(suite & la page 24)
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GROUP B
Lot-by-lot

(In the case of category |, see the generic specification, subclause 2.6)

LSL = Lower specification limit
USL = Upper specification limit

} from group A

Only tests marked (D) are destructive (3.6.6)

Conditionsat T__ =25 °C

limits

Inspection requirements

inspection ortest

o ol 0k
Wy HTouUl MTITCITHVeE

i ry H £1 d
omeSS—oTmeTWIST—opP e

Type A

JAUaN

Type C

(see clause 4 of the generic specification)

Min

Max.

-

Sub-group B
Dimensions

422
Annex B

\xlllrr

.&a
o

>\wn
Mrd

=

Sub-group B3
Robustness of
terminations|
Where appligable:

Force = [see 749, ch. |l, subgk 1.2]&

e
N

damage

Bending (D 749, ch. 1l
subel. 1.2 (\

Sub-group B4 \/

Solderability 749, ch. Il [As specified] Good wetting
subcl. 2.1 (\

Sub-group B5 \( \)\)

Rapid change of
temperature{

followed by

[either:]

-~ Damp heqt,
cyclic (D

[for non-cavjty

devices only}
with final
s

measureme

Tes \vafiant 2,
Severity £ 55 °C, number of cycles = 10

N

/7///7/><>

Gate-sourcs ¢ 0,8 0,8

cut-off voltage LSL LSL

or

Gate-sourc 1,2
threshold voltage usL
Cut-off or 1,0 1,0 1,0
leakage current uUsL ustL usL

[or:]
- Sealing
[for cavity

749, ch. lll
c.7

devices]

Subclause [7.2, 7.3 or 7.4]
combined with test Qc, 68-2-17

[* Specify one cut-off or leakage current from sub-group A2b.}

(continued on page 25)
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GROUPE B (fin)
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Limites des exigences

Conditions a T_, . = 25 °C de contrdle
Examen ou essai | Symbole {Référence ) s.auf specmcatlo.q cqntraire Type A Type B Type C
(voirarticle 4 de la spécification générique)

Min. | Max.|Min. |Max. | Min. |Max.
Sous-groupe B8
Endurance 747-8-1 | [En fonctionnement, ou polarisation
électrique (168 h) en inverse a haute température,

comme spécifié)

aveg les mesures N
finales: /\(
Tension grille- Vasoft 0,8 0,8
sourpe au blocage, Ni S
Tengion de seuil VGS(TO) / 1,2
grillg-source <\ LSS

N
Coufant de drain Ioss \\\0{> 0,9
avi,=0 IS LIS
Coufant de drain ID 1,1

SS
\

Coufant résiduel [*1 U 10 1 10
ou de fuite LSS LS LSS
Puigsance de out 0,9 0,9 0,9
sortle LiS LIS LIS
Soug-groupe ACLA lnfmw atributs BS, B4,)B5 et B8

[t

[ds)

pécifier un @t %duewWoupe A2b.]
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GROUP B (concluded)

Inspection requirements

Conditions at T, = 25 °C limits
Inspection or test | Symbol [Reference unless otherwise s.pecifieﬁi ) Type A Type B Type C
(see clause 4 of the generic specification)
Min. | Max.{Min. [Max.| Min. |[Max.
Sub-group B8
Electrical 747-8-1 | [High temperature reverse bias
endurance (168 h) or operating life as specified]
with final
measuremefits: \
Gate-sourc Vasoft 0,8 < 0,<
cut-off voltage LSV< LSL
Gate-source VGS(TO) /\ \\/ 1,2
threshold voltage ustL
N AN

Drain currert Ioss & \ 0,8
at Vg =0 \% L
Drain currert Is 1,1

(\ N\ ust

N\
Cut-off/leakfige 1 U )\/ 10 10 10
current usL UsSL usL
Qutput power Py \> 0,9 0,9 0,9

LsSL LSL LSL

Sub-group gRAL

Attributes i 1

X
B3 B4, BSand B8

[* Specify gne cut-off @ %rrer@\w
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LSS = Limite supérieure de la spécification
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GROUPEC

Essais périodiques

} du groupe A

Seuls les essais marqués (D) sont destructifs (3.6.6)

747-8-2 © CEI: 1993

Limites des exigences

Conditionsa 7, =25°C de contrdle
Examen ou essai Symbole |Référence sauf spécification contraire
y (voir article 4 de TypeA | TypeB | Type C
la spécification générique)
Min_Wax [ Min. [Maj}. | Min. {Max.
Soug-groupe C1
Dimgnsions 422 Voir\article' 1 gette norme
Annex B
Soug-groupe C2a x }
Cap3cités
- C4pacité d'entrée a5 T-076 \ L LSS LSS
- C4pacité de sortie oss T-086 > LSs LSS LSS
- Cgpacité de transfert -~ T-087 LSS LSY LSS
inJerse
Parameétres y
(ampglitude) (s'il y a lieu)
- Admittance d’'entrée Y LIS |LSS| LIS |[LS§ | LIS |LSS
- Admittance de sortie T-08 LIS |LSS|LIS {LS§ | LIS |LSS
-~ Admittance de transfert Yes uepce/= [spécifiée] LSS LSY LSS
inyerse N /_\
Conductance de sortie Ioss T:0%7 &75 = [spécifiée] LIS [LSS|LIS |LSg | LIS |LSS
Vpg ou I = [spécifiée]
(\ AL Fréquence = [spécifiée]
A\,
Sous \7
Cou
fuite
"
[Soit / Do) T-071 Vgp = [de préférence comprise LSS LS9 LSS
entre 65 % et 85 % de
Vapo max.], IS =0
[soit IGSS(Z) T-071 Vs = [de préférence comprise LSS LSS LSS
entre 65 % ot 85 % de
Vess max.], Vos =0
Sous-groupe C2d
747-2,
Résistance thermique R‘h(i_case) ch. IV | [Comme spécifié] LSS LSS LSS
par. 2.2
747-2,
Impédance thermique Zm(j’case) ch. IV | [Comme spécifié] LSS LSS LSS
transitoire par. 2.2

[** Spécifier un courant résiduel ou de fuite de 5.2.]



https://iecnorm.com/api/?name=726853b53f95d2f8dd26a3f03ed94985

747-8-2 © IEC: 1993 -27 -
GROUP C
Periodic

LSL = Lower specification limit

USL = Upper specification limit } from group A

Only tests marked (D) are destructive (3.6.6)

Inspection requirements
Conditions at T, =25°C limits

case

; i ified
inspection or test Symbol |Reference|  Unless otherwise speci
y (see clause 4 of Type A | TypeB | TypeC
the generic specification)
Min. {Max. W.‘M{x. Min. [Max.
Sub-group Cff

Dimensions 422 S se 1'\of thig'standard
Annex B

N

Sub-group CRa . x \/
Capacitance
- Input capatitance Cis T-076 Vps = [specified] C \/>USL USL
— Output capacitance Coss T-086 VpsOf Ip = i \ ush UstL USL
- Reverse tlnsfer C.es T-087 Frequency = usy] USL USL

capacitan
y-parameterg (modulus) ' )\/

(where apprdpriate)

- input admiftance Yis l USL|LSL jUSL |LsSL {UsSL

— Output adrpittance Yos T-080 USLJ{LSL jUSL|LSL |YSL

- Reverse transfer Yis N\( ustL usL USL
admittance N .

Output condictance Gl T.xy\ Wciﬁed] LSL|USL|LSL |usL |LsL |psL
> orvy, = [specified]

/\ N NEreduency = [specified]
PaN

v

Sub-group Cpb /

Cut-off leakafe currght
at a high temperatur
™
[Either:] o T-071 Vap = [preferably between usL usL USL
65 % and 85 % of
Vapo Max.], ]S =0

[or:] / T-071 Vs = [preferably between usL usL USL

GSS(2)
65 % and 85 % of
Vass Max.], Vpg=0
Sub-group Cad
747-2,
Thermal resistance Rth(j casey| -1V [As specified] usL usL usL
subcl. 2.2
747-2,
Transient thermal %h(j_me) ch. IV | [As specified] UsL usL usL
impedance subcl. 2.2

[** Specify one cut-off/leakage current from 5.2.]
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GROUPE C (suite)
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Examen ou essai

Symbole

Référence

Conditions a T,

case

=25°C

sauf spécification contraire

(voir article 4 de
la spécification générique)

Limites des exigences
de contréle

Type A

Type B Type C

Min.

Max.| Min. |Max.{ Min. [Max.

Sous-groupe C3

Robustesse des sorties
(s'il y a lieu)

- Tr. nQ;n':

749 ch il
oo

1=} igration

[etfou]
— Cduple (D)

par. 1.1

749, ch. il
par. 1.4

ou cemmespécifié]

BN

Soug-groupe C4

Résigtance a la chaleur
de sgudage (D)

aveclles mesures finales:

Tensjon de grille-source
au blpcage

Tensjon de seuil
grillefsource

VG Soff

VGS(TO)

749, ch. |l
par. 2.2

[Périodicité = 6 mois]

O

& Z,

N

LSS| LIS |LSS

LIS |LSS

Courpnt résiduel
ou d?fuite

LSS LSS

Soug-groupe C6

[Pout les dispositifs a
cavitg seulement]

Accéjération

consfante (D)

avec|les mesures fi Q
Tensjon de grille-Sour:

au blpcage

Ten
grill

Ny

Comme spécifié]

LIS

LSS| LIS |LSS

LIS |[LSS

Courpnt rési
ou d¢ fuite

LSS LSS

Soud-grotipe C7

[Pour les dispositifs sans
cavité seulement]

Essai continu de
chaleur humide (D)

[ou]
Essai accéléré de chaleur
humide cyclique (D)

749,
ch. 1l
art. 5

749,
ch. Il

[Comme spécifié]

art. 4

Essai Db, variante 2, sévérité
55 °C, nombre de cycles = 10

[* Spécifier un courant résiduel ou de fuite du sous-groupe A2b.]

(suite a la page 30)
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